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Le confinement quantique des états électroniques dans les films minces de
Pb(111) a suscité un intérét considérable pendant prées de 40 ans (1). En effet,
lorsque I'épaisseur des couches de Plomb est réduite a I'échelle nanométrique, il
résulte un confinement des électrons dans la direction perpendiculaire a la surface,
formant des niveaux d’énergie discrets encore appelés états de puits quantiques (2).
Dans cette communication nous présenterons une étude par STM et STS des états
de puits quantiques dans les films de Pb(111) déposés sur substrat d’Ag(111). De
plus, nous montrerons qu’aprés oxydation de cette couche de Plomb, il se forme
deux types d’ilots PbO-I et PbO-II (figure 1) (3,4). Enfin, nous présenterons les effets
spectroscopiques présents dans ces ilots et nous démontrerons qu’ils dépendent des
états de puit quantiques présents dans la couche de Plomb en dessous.
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Figure 1 : Images dl/dV réalisées a 650 mV (a) et a 950 mV (b) apres oxydation de la couche de Pb déposée sur
Ag(111). Ces images permettent d’identifier les deux types d’ilots (PbO-I et PbO-Il). Le modele de surface est
donné par (c).
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